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1であるo ここで, EE(0)/㌔ は抵抗の電場依存から求めた E(o)/Tc,EH(0)は磁
場依存 (垂直磁場 )から求めた E(o),また,Tc,Go/ならびに (m*/mo)E2(o)紘-L
抵抗の温度変化から求めた値である｡
表 1. 1nAs表面の超伝導の諸量 1)
試 料 2-1.7 2-1.3A
() 82±13 80±15EE(0)/Tc (A/≠)
fH(0) (A) 180±60 170±60
Tc (K) 2.65±0.15 -2.80±0.10
eo/ (10-2) 4.43±0.48 8.37±0.57
(m'/mo)E2(o)(Å2) 1250±750 1410±590
plN (103ohm/口) 2.11±0.23 3.99土0.27











































と表わされるoところで,表 1の Eo'tま,T< Tcの領域の過剰伝導度の式 (Masker,
Marceliaand Parks: Phys･Rev･188 (1969)745,Kajimura,Mikoshiba
and Yamaji:Phys･Rev. Rev･B4(1971)209)

























によ｡,Hc2.- 6･6×103oeが得られるo 臨界磁場 Hcは,2次元状態密度をNF2と
して,
Hc(0)-(4qNF2/d)1/2(3･5kBTc/2) (15)
のように表わされると考えてよ か ろ う｡伝導層の厚さdの数倍は実効質量と関係して不
確定要素を含んでいるが,基底 サ ブバンドの底のエネルギー を定める実効質量を0.06
(〕
m｡ととると,その波動関数 の 表 面 に垂直方向の広がりはおよそ50A となる｡現実の
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は 2Kで 1.5×1013/cm2,4K では 3×1013/cm2 である｡








の温度依存の意味するものを含めて,新 しい実験事実によって解答 を示 したい｡
()
表2 伝導電子を準2次元ガスとみなして,i(o)- 220A,
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